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1. Магнітооптичні та багаточастинкові явища в гетероструктурах на основі квантових ям InGaAs з близькими
до критичних ширинами

2. Magnetooptical and many-body phenomena in heterostructures based on InGaAs quantum wells possessing
close to the critical widths

Реферат:
1. Об'єкт дослідження: псевдоморфні модульовано леговані гетероструктури AlGaAs/InGaAs/GaAs із
квантовими ямами InGaAs. Мета роботи: всебічне дослідження квантового каналу InGaAs, ширина якого є
меншою від критичного значення. Методи дослідження: фотолюмінесценція, магнітолюмінесценція,
комбінаційне розсіювання світла, оптичне детектування квантових осциляцій інтенсивності
фотолюмінесценції в магнітному полі. Показано, що механізм випромінювальної рекомбінації змінюється від
екситоноподібного до зона-зонного при зменшенні ширини квантової ями нижче критичного значення.
Встановлено, що існує інтервал ширин квантової ями (12 - 20 нм), в якому якість квантового каналу для даних
гетероструктур є прогнозованою. Знайдено нові особливості прояву багаточастинкових явищ у квантових
ямах з високою густиною двовимірного електронного газу. Одержані результати можуть бути використані
для вдосконалення технології вирощування довершених гетероструктур AlGaAs/InGaAs/GaAs та методів їх



неруйнівного контролю.

2. Object of investigation - pseudomorphic modulation-doped AlGaAs/InGaAs/GaAs heterostructures with InGaAs
quantum wells. Goal of thesis - overall investigation of InGaAs quantum channel of under critical layer thickness.
Investigation methods - photoluminescence, magnetoluminescence, Raman scattering, optical detection of
quantum oscillations of photoluminescence intensity in magnetic field. It is shown that the mechanism of radiative
recombination changes from excitonic-like to band-to-band under decrease of quantum well width below the
critical value. It is established that there exists the interval of quantum well width (12 - 20 nm) where the quantum
well quality preserves predictable for the given heterostructures. New peculiarities of behavior of many-body
phenomena are found in quantum wells with high density two-dimensional electron gas. The results obtained can
be used for improvement of technology of perfect AlGaAs/InGaAs/GaAs heterostructures growth and their
nondestructive testing.
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